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1 INTRODUCAO

Esta atividade de laboratorio tem por objetivo exercitar o conteudo estudado nesta aula
(capitulo), especificamente sobre dimensionamento e especificacdo de semicondutores e calculo
térmico.

Em sintese, objetiva-se:

Identificar caracteristicas de semicondutores de poténcia;
Implementar circuitos com semicondutores de poténcia;

Avaliar o funcionamento térmico dos semicondutores de poténcia;
Analisar os resultados obtidos e concluir a respeito.

2 CIRCUITO PARA IMPLEMENTACAO

Obtenha na internet a folha de dados do transistor IRF740 ou IRF840.

A seguir, verifique se 0o MOSFET esta em boas condi¢des, utilizando o multimetro.

Em continuagdo, implemente o circuito mostrado na Figura 1, objetivando fazer o transistor
operar na regido de saturagao.

Os elementos do circuito da Figura 1 sdo:

e V=15V;

e R;=100Q;

e R,=10kQ;

e Rp=11Q22Qx10W//220Q 10 W);
e T;=1IRF740 ou IRF840.

Figura 1 — Circuito para teste térmico de transistores.
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Meca a tensdo entre gatilho e source (Vgs) para verificar se o transistor estd polarizado
corretamente. A seguir, mega a tensdo entre dreno e source (Vps) para comprovar que o transistor esteja
conduzindo corretamente. Além disso, mega a corrente da fonte de alimentagdo.

Vps =

lr:

A corrente de dreno pode ser obtida medindo-se a tensdo no resistor Rp e aplicando-se a Lei de
Ohm sobre 0 mesmo:

Vb
I ==
D RD

Por aproximac@o, a corrente de dreno também pode ser considerada igual a corrente medida na
fonte de alimentacao.

Por sua vez, a resisténcia entre dreno e fonte pode ser obtida aplicando-se:

VDS

Rie =
DS IDS

Jé& a poténcia dissipada no componente sera dada por:
Pry = Rps - Ipg®
T1 = fps " Ips

3 ENSAIO TERMICO

Inicialmente deixe o transistor sem dissipador. Meca a temperatura ambiente e anote seu valor:
Ti\ =

Meca a temperatura na capsula (corpo) do transistor, anotando os valores na Tabela 1.

Tabela 1 — Valores da temperatura no corpo do transistor, operando sem dissipador.
Tempo [min] T. [°C]
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

A seguir, adicione um dissipador ao MOSFET e meg¢a novamente as temperaturas, anotando os
valores na Tabela 2. E interessante utilizar outro MOSFET, ndo o que foi utilizado no ensaio anterior,
pois 0 mesmo estarad aquecido, interferindo nos resultados deste ensaio.

Lembrar que:
Rja =ch+Rcd+Rda;
1T,
a PT] ,

R, =1°C/W
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Tabela 2 — Valores da temperatura no corpo do transistor, operando com dissipador.

Tempo [min] T. [°C]
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

4 ANALISE DOS RESULTADOS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Compare os valores de temperatura obtidos nas Tabela 1 e Tabela 2.

Determine as perdas no MOSFET.

Calcule a temperatura na juncao sem uso de dissipador, usando os dados da folha de
dados do componente.

Estime a temperatura na jungdo do MOSFET a partir da temperatura medida em sua
capsula para funcionamento sem dissipador.

Estime a temperatura na jungdo do MOSFET a partir da temperatura medida em sua
capsula para funcionamento com dissipador.

Qual a variacao de temperatura (elevacao) na capsula do MOSFET sem uso de
dissipador?

Qual a variagdo de temperatura (elevagcdo) na capsula do MOSFET com uso de
dissipador?

Comente sobre a diferenga na variacdo de temperatura (eleva¢do) na capsula do
MOSFET sem e com o uso de dissipador.
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